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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワード線と、前記複数のワード線と交差する複数のビット線と、複数の相変化記
憶素子を含む複数のメモリセルと、を含むメモリセルアレイと、
　第１の端子と、各々が前記複数のビット線のうちの関連する一つに接続された複数の第
２の端子とを含み、前記第１の端子と前記複数の第２の端子のうちの選択された一つとの
間の電気経路を形成するスイッチ回路と、
　リセットデータを書き込むための電流を前記複数の相変化記憶素子に流す第１のトラン
ジスタと、
　セットデータを書き込むための電流を前記複数の相変化記憶素子に流す第２のトランジ
スタと、
　前記第１のトランジスタのオン信号を伝達する第１のトランスファーゲートと、
　前記第２のトランジスタのオン信号を伝達する第２のトランスファーゲートと、
　前記第１のトランスファーゲートまたは前記第２のトランスファーゲートのいずれかを
オンにする選択信号を保持する第１のラッチ回路と、
　前記第１のトランスファーゲートまたは前記第２のトランスファーゲートのいずれかを
介して、前記第１のトランジスタまたは前記第２のトランジスタのいずれかのオン信号を
保持する第２のラッチ回路と、
　を備え、
　前記第１のラッチ回路および前記第２のラッチ回路におけるデータ保持状態を外部から



(2) JP 5657821 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

の入力信号により制御することにより、前記第１のトランジスタまたは前記第２のトラン
ジスタを選択して、前記相変化記憶素子にデータ書き込み電流を流す、
　相変化メモリ装置。
【請求項２】
　リセットデータの書き込みの指示に応じて、
　　前記第１のラッチ回路は前記第１のトランスファーゲートをオンにすると共に、前記
第２のトランスファーゲートをオフにする信号を保持するように制御され、且つ
　　前記第２のラッチ回路は前記第１のトランスファーゲートを介して前記第１のトラン
ジスタをオンにする信号を保持するように制御され、
　リセットデータの書き込みの終了を指示するリセット書き込み終了信号に応じて、
　　前記第２のラッチ回路は、前記第１のトランスファーゲートを介して、前記第１のト
ランジスタをオフにする信号を保持するように制御される、
　請求項１に記載の相変化メモリ装置。
【請求項３】
　複数のワード線と、前記複数のワード線と交差する複数のビット線と、複数の相変化記
憶素子を含む複数のメモリセルと、を含むメモリセルアレイと、
　第１の端子と、各々が前記複数のビット線のうちの関連する一つに接続された複数の第
２の端子とを含み、前記第１の端子と前記複数の第２の端子のうちの選択された一つとの
間の電気経路を形成するスイッチ回路と、
　リセットデータを書き込むための電流を前記複数の相変化記憶素子に流す第１のトラン
ジスタと、
　セットデータを書き込むための電流を前記複数の相変化記憶素子に流す第２のトランジ
スタと、
　前記第１のトランジスタにオン信号を伝達する第１のクロックドインバータと、
　前記第２のトランジスタにオン信号を伝達する第２のクロックドインバータと、
　前記第１のクロックドインバータまたは前記第２のクロックドインバータのいずれかを
インバータとして機能させるための選択信号を保持する第１のラッチ回路と、
　前記第１のクロックドインバータまたは前記第２のクロックドインバータを介して、前
記第１のトランジスタまたは前記第２のトランジスタをオンにする信号を保持する第２の
ラッチ回路と、
　を備え、
　前記第１のラッチ回路および前記第２のラッチ回路におけるデータ保持状態を外部から
の入力信号により制御することにより、前記第１のトランジスタまたは前記第２のトラン
ジスタを選択して、前記相変化記憶素子にデータ書き込み電流を流す、
　相変化メモリ装置。
【請求項４】
　リセットデータの書き込みの指示に応じて、
　　前記第１のラッチ回路は、前記第１のクロックドインバータをインバータとして機能
させると共に、前記第２のクロックドインバータのインバータ機能を停止させる信号を保
持するように制御され、且つ
　　前記第２のラッチ回路は、前記第１のクロックドインバータを介して、前記第１のト
ランジスタをオンにする信号を保持するように制御され、
　リセットデータの書き込みの終了を指示するリセット書き込み終了信号に応じて、
　　前記第２のラッチ回路は、前記第１のクロックドインバータを介して、前記第１のト
ランジスタをオフにする信号を保持するように制御される、
　請求項３に記載の相変化メモリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相変化メモリ装置内の書き込み回路において、相変化メモリ素子へデータを
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書き込むための電位切り替え回路を不要とし、書き込み回路の回路規模を小さくすること
ができる、相変化メモリ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体記憶装置において主流となっているのは、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Acc
ess Memory）である。しかしながら、ＤＲＡＭは揮発性メモリであり、記憶の保持には電
源を切ることができない。また、電源投入中であってもデータを保持する為には、リフレ
ッシュ動作を必要とする欠点を有する。
【０００３】
　これら欠点を解決するものとして、不揮発性メモリがある。この不揮発性メモリとして
は、フラッシュメモリが一般的であるが、データ書き込み、データ消去の時間が長く、消
費電流も大きいなどの制約からＤＲＡＭと同等に使用することは困難である。
【０００４】
　一方、近年では、相変化材料を用いて記憶を行うＰＲＡＭ（Phase Change Random Acce
ss Memory）が不揮発性メモリとして提案されている。この種のＰＲＡＭは相変化メモリ
と呼ばれ、相変化材料に異なる書き込み電流を流すことにより、相変化材料の結晶状態を
変化させ、その状態の差によってデータを記憶する。この相変化メモリは、不揮発性メモ
リとして利用でき、また、データの保持にリフレッシュを必要としないため、従来のＤＲ
ＡＭに変わるメモリとして期待されている。
【０００５】
　ところで、従来の相変化メモリ装置における書き込み回路では、相変化メモリ装置のメ
モリセルの書き込み電流として数百μＡの電流を必要とする。したがって電源電圧をその
まま使用したのでは十分な書き込み電流が得られないため、電位切り替え回路により書き
込み用の高電位電源を生成して書き込み電流を確保する必要がある。この電位切り替え回
路は比較的回路規模が大きく、複雑な回路である。このため、回路規模が増大するという
問題があった。
【０００６】
　この相変化メモリに関する従来技術として、相変化メモリ装置がある（例えば、特許文
献１を参照）。この特許文献１の相変化メモリ装置では、駆動電圧レベルを変更すること
ができる相変化メモリ装置を提供することを目的とし、書き込み昇圧回路及び書き込みド
ライバを備える相変化メモリ装置において、書き込み昇圧回路は、第１動作モードで、制
御信号に応答して第１電圧を昇圧させて、第１制御電圧に出力し、第２動作モードまたは
第３動作モードで、制御信号に応答して第１電圧を昇圧させて、第２制御電圧に出力する
ように構成されている。
【０００７】
　しかしながら、本発明は、相変化メモリ装置内の書き込み回路において、電位切り替え
回路を不要とし、回路規模を縮小することを目的としており、上記特許文献１の相変化メ
モリ装置とは、発明の目的と構成が異なるものである。
【０００８】
　また、従来技術のプログラマブルコンダクタランダムアクセスメモリがある（例えば、
特許文献２を参照）。この特許文献２のプログラマブルコンダクタランダムアクセスメモ
リでは、カリコゲナイドメモリ素子に対し、予め設定された抵抗状態を素子に書き込むの
に十分なメモリ素子の電圧を生成することを目的としたものである。しかしながら、本発
明は、相変化メモリ装置内の書き込み回路において、電位切り替え回路を不要とし、回路
規模を縮小することを目的としており、上記特許文献１の相変化メモリ装置とは、発明の
目的と構成が異なるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－２６６４４号公報
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【特許文献２】特表２００５－５１４７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したように、従来の相変化メモリ装置における書き込み回路では、相変化メモリ装
置のメモリセルの書き込み電流として数百μＡの電流を必要とする。したがって電源電圧
をそのまま使用したのでは十分な書き込み電流が得られないため、電位切り替え回路によ
り書き込み用の高電位電源を生成して書き込み電流を確保する必要があった。この電位切
り替え回路は比較的回路規模が大きく、複雑な回路である。このため、回路規模が増大す
るという問題があった。
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、相
変化メモリ装置内の書き込み回路において、電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小
さくすることができる、相変化メモリ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の相変化メモリ装置は
、マトリクス状に配列された複数のビット線とワード線の交差部に、相変化記憶素子を有
するメモリセルを備え、前記相変化記憶素子に流す電流を制御して抵抗値を変化させるこ
とによりデータを記録する書き込み回路を備える相変化メモリ装置であって、前記書き込
み回路を制御する制御信号を出力する制御回路を第１の電源（ＶＤＤ）で駆動すると共に
、前記制御信号が第１の電源（ＶＤＤ）の電圧レベルの信号となるように構成し、前記書
き込み回路を前記第１の電源（ＶＤＤ）よりも高電圧な第２の電源（Ｖｗｒｉｔｅ）で駆
動すると共に、前記相変化記憶素子へのデータ書き込みに必要な電流を前記第２の電源（
Ｖｗｒｉｔｅ）により供給し得るように構成し（Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）、さらに、前記
書き込み回路において、前記制御回路から当該書き込み回路に向けて出力される制御信号
の全部がＮｃｈＭＯＳトランジスタのゲート端子に入力されるように構成されたこと、を
特徴とする。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、書き込み回路を制御する制御回路の
電源（ＶＤＤ）と書き込み回路の電源（Ｖｗｒｉｔｅ）を異なる電源とする。そして、書
き込み装置の電源（Ｖｗｒｉｔｅ）の電圧レベルを、制御回路の電源（ＶＤＤ）の電圧レ
ベルより高電圧することで（Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）、メモリセルの相変化記憶素子への
データ書き込みに必要な電流を電源（Ｖｗｒｉｔｅ）により供給できるようにする。また
、制御回路から書き込み回路に入力される信号が全てＮｃｈＭＯＳトランジスタのゲート
端子に入力されるようにし、書き込み回路に対する各入力信号（ライトイネーブル信号Ｗ
Ｅ等）を、制御回路の電源（ＶＤＤ）の電圧レベルで入力できるようにする。
　これにより、相変化メモリ装置内の書き込み回路において、電位切り替え回路を不要と
し、回路規模を小さくすることができる。
【００１３】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記相変化記憶素子にリセットデータを書き込む
ための電流を流す第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）と、前記相変化記憶素子にセ
ットデータを書き込むための電流を流す第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）と、前
記第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）のオン信号を伝達する第１のトランスファー
ゲート（ＴＧ１）と、前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）のオン信号を伝達す
る第２のトランスファーゲート（ＴＧ２）と、前記第１のトランスファーゲート（ＴＧ１
）または前記第２のトランスファーゲート（ＴＧ２）のいずれかをオンさせる選択信号を
保持する第１のラッチ回路（Ｌ１）と、前記第１のトランスファーゲート（ＴＧ１）また
は前記第２のトランスファーゲート（ＴＧ２）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯＳトラン
ジスタ（Ｑ１）または前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）のいずれかのオン信
号を保持する第２のラッチ回路（Ｌ２）と、を備え、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）およ
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び第２のラッチ回路（Ｌ２）におけるデータ保持状態を外部からの入力信号により制御す
ることにより、前記第１のＰＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）または前記第２のＰｃｈＭＯＳ
トランジスタ（Ｑ２）を選択して前記相変化記憶素子にデータ書き込み電流を流すように
構成されたこと、を特徴とする。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、相変化記憶素子にリセットデータを
書き込むための電流を流す第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）と、セットデータを
書き込むための電流を流す第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）と、これらを選択す
るための２つのトランスファーゲート（ＴＧ１、ＴＧ２）とを備え、第１のラッチ回路（
Ｌ１）および第２のラッチ回路（Ｌ２）を外部からの入力信号により制御することにより
、第１のＰＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）または第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）
をトランスファーゲートにより選択すると共に、これらのトランジスタを駆動するための
信号を生成して、相変化記憶素子に書き込み電流を流す。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、２つのＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（ライトドライバトランジスタ）を通して相変化記憶素子にリセットデータま
たはセットデータの書込み電流を流すことができる。
【００１４】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記書き込み回路に、データ書き込みを指示する
ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパルス入力されると共に、リセットデータの書き込みを
示す入力データ‘０’が入力された場合に、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）は、前記第１
のトランスファーゲート（ＴＧ１）をオンにすると共に、前記第２のトランスファーゲー
ト（ＴＧ２）をオフする信号を保持するように制御され、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）
は、前記第１のトランスファーゲート（ＴＧ１）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｑ１）をオンする信号を保持するように制御され、前記書き込み回路に、リセ
ットデータの書き込みの終了を指示するリセット書き込み終了信号（ＲＤＩＳ）が入力さ
れた場合に、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）は、前記第１のトランスファーゲート（ＴＧ
１）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）をオフする信号を保持する
ように制御される、ことを特徴とする。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパ
ルス入力され、入力データ‘０’が入力された場合に、第１のラッチ回路（Ｌ１）は第１
のトランスファーゲートをオンさせるための信号を保持し、第２のラッチ回路（Ｌ２）は
、第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）をオンする信号を保持する。また、リセット
書き込み終了信号（ＲＤＩＳ）された場合に、第２のラッチ回路（Ｌ２）は、第１のＰｃ
ｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）をオフする信号を保持する。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、第１のＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（Ｑ１）を通して相変化記憶素子にリセットデータの書込み電流を流すことが
できる。
【００１５】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記書き込み回路に、データ書き込みを指示する
ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパルス入力されると共に、セットデータの書き込みを示
す入力データ‘１’が入力された場合に、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）は、前記第１の
トランスファーゲート（ＴＧ１）をオフにすると共に、前記第２のトランスファーゲート
（ＴＧ２）をオンにする信号を保持するように制御され、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）
は、前記第２のトランスファーゲート（ＴＧ２）を介して、前記第２のＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｑ２）をオンにする信号を保持するように制御され、前記書き込み回路に、セ
ット用のデータ書き込みの終了を指示するセット書き込み終了信号（ＳＤＩＳ）が入力さ
れた場合に、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）は、前記第２のトランスファーゲート（ＴＧ
２）を介して、前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）をオフにする信号を保持す
るように制御される、ことを特徴とする。
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　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパ
ルス入力され、書き込み用の入力データ‘１’が入力された場合に、第１のラッチ回路（
Ｌ１）は第２のトランスファーゲートをオンさせるための信号を保持し、第２のラッチ回
路（Ｌ２）は、第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）オンする信号を保持する。また
、セット書き込み終了信号（ＳＤＩＳ）された場合に、第２のラッチ回路（Ｌ２）は、第
２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）をオフする信号を保持する。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、第２のＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（Ｑ２）を通して相変化記憶素子にセットデータの書込み電流を流すことがで
きる。
【００１６】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記相変化記憶素子にリセットデータを書き込む
ための電流を流す第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）と、前記相変化記憶素子にセ
ットデータを書き込むための電流を流す第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）と、前
記第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）にオン信号を伝達する第１のクロックドイン
バータ（ＣＩＮＶ１）と、前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）にオン信号を伝
達する第２のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）と、前記第１のクロックドインバータ
（ＣＩＮＶ１）または前記第２のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）のいずれかをイン
バータとして機能させるための選択信号を保持する第１のラッチ回路（Ｌ１）と、前記第
１のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）または前記第２のクロックドインバータ（ＣＩ
ＮＶ２）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）または前記第２のＰｃ
ｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）をオンにする信号を保持する第２のラッチ回路（Ｌ２）と
、を備え、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）および第２のラッチ回路（Ｌ２）におけるデー
タ保持状態を外部からの入力信号により制御することにより、前記第１のＰＭＯＳトラン
ジスタ（Ｑ１）または前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）を選択して前記相変
化記憶素子にデータ書き込み電流を流すように構成されたこと、を特徴とする。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、相変化記憶素子にリセットデータを
書き込むための電流を流す第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）と、セットデータを
書き込むための電流を流す第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）と、これらを選択駆
動するための２つのクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１、ＣＩＮＶ２）とを備え、第１の
ラッチ回路（Ｌ１）および第２のラッチ回路（Ｌ２）を外部からの入力信号により制御す
ることにより、第１のＰＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）または第２のＰｃｈＭＯＳトランジ
スタ（Ｑ２）をクロックドインバータにより選択駆動して、相変化記憶素子にデータの書
き込み電流を流す。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、２つのＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（ライトドライバトランジスタ）を通して相変化記憶素子にリセットデータま
たはセットデータの書込み電流を流すことができる。
【００１７】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記書き込み回路に、データ書き込みを指示する
ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパルス入力されると共に、リセットデータの書き込みを
示す入力データ‘０’が入力された場合に、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）は、前記第１
のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）をインバータとして機能させると共に、前記第２
のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）のインバータ機能を停止させる信号を保持するよ
うに制御され、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）は、前記第１のクロックドインバータ（Ｃ
ＩＮＶ１）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）をオンにする信号を
保持するように制御され、前記書き込み回路に、リセットデータの書き込みの終了を指示
するリセット書き込み終了信号（ＲＤＩＳ）された場合に、前記第２のラッチ回路（Ｌ２
）は、前記第１のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）を介して、前記第１のＰｃｈＭＯ
Ｓトランジスタ（Ｑ１）をオフにする信号を保持するように制御される、ことを特徴とす
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る。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパ
ルス入力され、入力データ‘０’が入力された場合に、第１のラッチ回路（Ｌ１）は第１
のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）をインバータとして機能させる信号を保持し、第
２のラッチ回路（Ｌ２）は、第１のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）を介して、第１
のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ１）をオンする信号を保持する。また、リセット書き込
み終了信号（ＲＤＩＳ）された場合に、第２のラッチ回路（Ｌ２）は、第１のＰｃｈＭＯ
Ｓトランジスタ（Ｑ１）をオフする信号を保持する。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、第１のＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（Ｑ１）を通して相変化記憶素子にリセットデータの書込み電流を流すことが
できる。
【００１８】
　また、本発明の相変化メモリ装置は、前記書き込み回路に、データ書き込みを指示する
ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパルス入力されると共に、セットデータの書き込みを示
す入力データ‘１’が入力された場合に、前記第１のラッチ回路（Ｌ１）は、前記第１の
クロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）のインバータ機能を停止させると共に、前記第２の
クロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）をインバータとして機能させる信号を保持するよう
に制御され、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）は、前記第２のクロックドインバータ（ＣＩ
ＮＶ２）を介して、前記第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）をオンにする信号を保
持するように制御され、前記書き込み回路に、セットデータの書き込みの終了を指示する
セット書き込み終了信号（ＳＤＩＳ）された場合に、前記第２のラッチ回路（Ｌ２）は、
前記第２のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）を介して、前記第２のＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタ（Ｑ２）をオフにする信号を保持するように制御される、ことを特徴とする。
　上記構成からなる本発明の相変化メモリ装置では、ライトイネーブル信号（ＷＥ）がパ
ルス入力され、入力データ‘１’が入力された場合に、第１のラッチ回路（Ｌ１）は第２
のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）をインバータとして機能させるための信号を保持
し、第２のラッチ回路（Ｌ２）は、第２のクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）を介して
、第２のＰｃｈＭＯＳトランジスタ（Ｑ２）オンする信号を保持する。また、セット書き
込み終了信号（ＳＤＩＳ）された場合に、第２のラッチ回路（Ｌ２）は、第２のＰｃｈＭ
ＯＳトランジスタ（Ｑ２）をオフする信号を保持する。
　これにより、書き込み回路において電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくす
ることができる効果に加えて、簡単な回路構成と制御方式により、第２のＰｃｈＭＯＳト
ランジスタ（Ｑ２）を通して相変化記憶素子にセットデータの書込み電流を流すことがで
きる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、書き込み回路の電源（Ｖｗｒｉｔｅ）の電圧レベルを、制御回路の電
源（ＶＤＤ）の電圧レベルより高電圧することで（Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）、書き込み回
路においてメモリセルの相変化記憶素子への書き込みに必要な電流の供給を可能とし、ま
た、制御回路から書き込み回路に入力される信号がすべてＮｃｈＭＯＳトランジスタに入
力されるようにし、書き込み回路に対する各入力信号（ライトイネーブル信号ＷＥ等）の
電圧レベルを、制御回路の電源（ＶＤＤ）の電圧レベルで入力できるようにしたので、こ
れにより、相変化メモリ装置内の書き込み回路において、電位切り替え回路を不要とし、
回路規模を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の相変化メモリ装置の主要部の構成を示す図である。
【図２】メモリセルＭＣの回路図である。
【図３】本発明の相変化メモリ装置の書き込み回路の第１の実施の形態を示す図である。
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【図４】図３に示す書き込み回路の動作を示す波形図である。
【図５】本発明の相変化メモリ装置の書き込み回路の第２の実施の形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２２】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の相変化メモリ装置の主要部の構成を示す図であり、本発明の特徴部分
である書き込み回路２を使用した例を示す図である。
【００２３】
　図１に示す相変化メモリ装置１において、メモリセルアレイＣＡは、マトリックス状に
配置された複数のワード線ＷＬ（ＷＬ１，ＷＬ２，ＷＬ３～ＷＬｎ）と、複数のビット線
ＢＬ（ＢＬ１，ＢＬ２～ＢＬｎ）とを備え、それらが交差した箇所に相変化記憶素子を有
するメモリセルＭＣを配した構成になっている。
【００２４】
　ワード線ＷＬは、ロウデコーダＸＤＥＣによって、そのうちの一本が選択される。また
、ビット線ＢＬは、ＹスイッチＹＳＷに接続され、そのうちの一本がＢＩＴＬＩＮＥ（ビ
ット選択線）を介して書き込み回路２に接続される。
【００２５】
　また、相変化メモリ装置１の制御回路４は電源ＶＤＤにより駆動され、制御回路４から
書き込み回路２に出力される制御信号は電源ＶＤＤの電圧レベルの信号となる。一方、書
き込み回路２は電源Ｖｗｒｉｔｅにより駆動される。制御回路４の電源ＶＤＤの電圧レベ
ルと、書き込み回路２の電源Ｖｗｒｉｔｅの電圧レベルとは異なり、書き込み回路２の電
源Ｖｗｒｉｔｅの電圧レベルの方が電源ＶＤＤの電圧レベルよりも高く設定されている（
Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）。これは、書き込み回路２において、メモリセルの相変化記憶素
子に十分な書込み電流を流すためである。このように、書き込み回路２を電源Ｖｗｒｉｔ
ｅにより駆動することにより、書き込み回路２内における電位切り替え回路を不要として
いる。
【００２６】
　図２は、メモリセルの回路図である。メモリセルＭＣは、相変化記憶素子ＰＣと、Ｎｃ
ｈＭＯＳトランジスタ（ＮチャネルＭＯＳトランジスタ）を使用したセルトランジスタＱ
ｓからなり、相変化記憶素子ＰＣは、ビット線ＢＬとセルトランジタＱｓのドレインに接
続され、セルトランジスタＱｓのゲートにワード線ＷＬが接続され、ソースは電源（接地
電位）ＶＳＳに接続される。
【００２７】
　相変化記憶素子ＰＣの、相変化材料は、一般的にカルゴゲナイド材料が用いられる。カ
ルゴゲナイド材料とは、ゲルマニウム（Ｇｅ）、アンチモン（Ｓｂ）、テルル（Ｔｅ）、
インジウム（Ｉｎ）、セレン（Ｓｅ）等の元素を一種又は複数種を含んだ化合物である。
【００２８】
　相変化記憶素子ＰＣは、印加する電流量によって加熱される事でアルファモス状態（リ
セットと呼ぶ）、結晶状態(セットと呼ぶ）の何れかの状態を取ることが出来、一般的に
、アルファモス状態（リセット）では高抵抗、結晶状態（セット）では低抵抗となる。
【００２９】
　図３は、本発明の相変化メモリ装置における書き込み回路の第１の実施の形態を示す図
である。
　図３に示す書き込み回路２は、インバータ(論理反転ゲート)ＩＮＶ１、ＩＮＶ２で構成
されるラッチ回路Ｌ１と、インバータ(論理反転ゲート)ＩＮＶ３、ＩＮＶ４で構成される
ラッチ回路Ｌ２と、メモリセルへのリセットデータ書き込み用のＰｃｈＭＯＳトランジス
タ（ＰｃｈチャネルＭＯＳＦＥＴ）Ｑ１と、セットデータ書き込み用のＰｃｈトランジス
タＱ２と、ＢＩＴＬＩＮＥの非選択用ＮｃｈＭＯＳトランジスタ（ＮｃｈチャネルＭＯＳ
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ＦＥＴ）Ｑ３とを備えている。なお、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２はライトドラ
イバトランジスタとも呼ばれる。
【００３０】
　また、ラッチ回路Ｌ１、Ｌ２のラッチデータを制御するＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１
００～Ｑ１０６と、リセットデータ書き込み用のＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１を選択す
るためのトランスファーゲート１０７（ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０７ａとＮｃｈＭ
ＯＳトランジスタ１０７ｂとで構成されるトランスファーゲートＴＧ１）と、セットデー
タ書き込み用のＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２を選択するためのトランスファーゲート１
０８（ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０８ａとＮｃｈＭＯＳトランジスタ１０８ｂとで構
成されるトランスファーゲートＴＧ２）と、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ非選択
用のＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０９、Ｑ１１０とを備えている。
【００３１】
　なお、この書き込み回路２では、書き込み回路２内の各回路部の電源として、書き込み
回路用電源（Ｖｗｒｉｔｅ）を使用している。この書き込み回路用電源（Ｖｗｒｉｔｅ）
は、書き込み回路２を除く回路部分（制御回路４等）の電源（ＶＤＤ）よりも電圧レベル
が高くなるように設定されている（Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）。
【００３２】
　また、図３に示すように、ラッチ回路Ｌ１のＡ接点側は、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ
１００のドレインと、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０５のゲートと、トランスファーゲ
ート１０７のＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０７ｂのゲートと、トランスファーゲート１
０８のＰｃｈトランジスタ１０８ａのゲートと、ＰｃｈトランジスタＱ１０９のゲートに
接続されている。
【００３３】
　ラッチ回路Ｌ１のＡ’接点側は、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０１のドレインと、Ｎ
ｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０６のゲートと、トランスファーゲート１０７のＰｃｈＭＯ
ＳトランジスタＱ１０７ａのゲートと、トランスファーゲート１０８のＮｃｈＭＯＳトラ
ンジスタ１０８ｂと、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１１０のゲートに接続されている。
【００３４】
　また、トランスファーゲート１０７の出力点（接点Ｃ）はＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ
１のゲートと、ＰｃｈＭＯＳトランジスタQ１０９のドレインと接続されている。また、
Ｑ１０９およびＱ１のソースは、電源（Ｖｗｒｉｔｅ）に接続されている。トランスファ
ーゲート１０８の出力点（接点Ｄ）は、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２のゲートと、Ｐｃ
ｈＭＯＳトランジスタＱ１１０のドレインと接続されている。また、Ｑ１１０およびＱ２
のソースは、電源（Ｖｗｒｉｔｅ）に接続されている。
【００３５】
　また、ラッチ回路Ｌ２のＢ接点側は、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０２のドレインと
、トランスファーゲート１０７、１０８の入力点と、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ３のゲ
ートに接続されている。ラッチ回路Ｌ２のＢ’接点側は、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１
０３のドレインと、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０４のドレインに接続されている。
【００３６】
　また、外部入力信号ＷＥ（ライトイネーブル信号）は、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１
０２、Ｑ１０１のゲート入力信号となる。信号ＲＤＩＳ（リセット書き込み終了信号）は
ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０３のゲート入力信号となり、このＱ１０３のソースはＱ
１０４のドレインに接続されている。信号ＳＤＩＳ（セット書き込み終了信号）はＮｃｈ
ＭＯＳトランジスタＱ１０４のゲート入力信号となり、このＱ１０４のソースはＱ１０６
のドレインに接続されている。また、信号ＤＩＮ（入力データ信号）はＮｃｈＭＯＳトラ
ンジスタＱ１００のゲート入力信号となる。
【００３７】
　また、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２のドレインはＢＩＴＬＩＮＥに接続される
と共に、このＢＩＴＬＩＮＥはＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ３のドレインに接続されてい
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る。
【００３８】
　上記構成により、書き込み回路用電源（Ｖｗｒｉｔｅ）は、書き込み用ＰｃｈＭＯＳト
ランジスタＱ１またはＱ２と、ＢＩＴＬＩＮＥとＹスイッチＹＳＷ（図１を参照）とを介
して、選択されたメモリセルＭＣと直列に接続され、相変化記憶素子ＰＣへの書き込みに
必要な電流を配給する。
【００３９】
　なお、前述した制御回路の第１の電源は制御回路４の電源（ＶＤＤ）が相当し、書き込
み回路の第２の電源は書き込み回路２の電源（Ｖｗｒｉｔｅ）が相当する。第１のＰｃｈ
ＭＯＳトランジスタはＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１が、第２のＰｃｈＭＯＳトランジス
タはＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２がそれぞれ相当する。第１のトランスファーゲートは
トランスファーゲート（ＴＧ１）１０７が、第２のトランスファーゲートはトランスファ
ーゲート（ＴＧＧ）１０８がそれぞれ相当する。第１のラッチ回路はラッチ回路Ｌ１が、
第２のラッチ回路はラッチ回路Ｌ２がそれぞれ相当する。
【００４０】
　図４は、図３に示す書き込み回路の動作を示す波形図である。図４において、図（Ａ）
はＷＥ（ライトイネーブル）信号、図（Ｂ）はＤＩＮ（入力データ）信号、図（Ｃ）はラ
ッチ回路Ｌ１のラッチデータ（接点Ａ）、図（Ｄ）はラッチ回路Ｌ２のラッチデータ（接
点Ｂ）を示している。図（Ｅ）は書き込み回路２に外部から入力されるＲＤＩＳ信号（リ
セット書き込み終了信号）、図（Ｆ）は書き込み回路２に外部から入力されるＳＤＩＳ信
号（セット書き込み終了信号）、図（Ｈ）はリセット用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１へ
のゲート入力信号（接点Ｃ）、図（Ｉ）はセット用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２へのゲ
ート入力信号（接点Ｄ）を示している。
【００４１】
　以下、図４のタイミングチャートを参照して、図３に示す相変化メモリ装置の書き込み
回路の動作について説明する。初めにリセット動作に付いて説明する。なお、以下の説明
において、‘０’は論理レベルＬｏｗ（ロウ）を表し、‘１’は論理レベルＨｉｇｈ（ハ
イ）を表している。
【００４２】
　書き込みの開始は、図（Ａ）に示す、ＷＥ（ラートイネーブル）信号の凸パルスａ１に
よって、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０１がオンとなり、ラッチ回路Ｌ１の接点Ａ’が
‘０’となる。このため、図（Ｃ）に示す、ラッチ回路Ｌ１の接点Ａが‘１’となる。ま
た、ＷＥ（ラートイネーブル）信号の凸パルスａ１によって、ＮｃｈＭＯＳトランジスタ
Ｑ１０２がオンとなり、図（Ｄ）に示す、ラッチ回路Ｌ２の接点Ｂが‘０’となる。
【００４３】
　ラッチ回路Ｌ１の接点Ａが‘１’となると、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１
の選択用トランスファーゲート１０７では、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０７ｂがオン
して選択状態（オン状態）となり、接点Ｃは接点Ｂと同じ‘０’となる。したがって、図
（Ｈ）に示すように、リセット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１は選択状態（オ
ン状態）となりリセット書き込みを開始する。
【００４４】
　この場合、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２の選択用トランスファーゲート１
０８では、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０８ｂがオフ（接点Ａ’が‘０’であるため）
して非選択状態となり、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ非選択用ＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタＱ１１０は選択状態（オン状態）となり接点Ｄは‘１’となる。よって、セット
書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２は、非選択状態となる。
【００４５】
　ライトイネーブル信号ＷＥに凸パルスａ１が入力され、リセット書き込み開始された後
、所定の期間Ｔｒｅｓｅｔを経過すると、リセット書き込み終了信号ＲＤＩＳにより凸パ
ルスａ２が入力される。
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【００４６】
　リセット書き込み終了信号ＲＤＩＳに凸パルスａ２が入力されると、接点Ａは‘１’で
あるのでＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０５は選択状態（オン状態）であり、ＮｃｈＭＯ
ＳトランジスタＱ１０３がリセット書き込み終了信号ＲＤＩＳの凸パルスによって選択さ
れ、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０３、Ｑ１０５は共にオンする。このため、ラッチ回
路Ｌ２の接点Ｂ’は‘０’となり、接点Ｂは‘１’となる（図（Ｄ）を参照）。
【００４７】
　この場合、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１の選択用トランスファーゲート１
０７は選択状態のため、接点Ｃも‘１’となり、リセット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトラン
ジスタＱ１は非選択となってリセットの書き込みは終了する（図（Ｈ）を参照）。
【００４８】
　この時、入力信号ＷＥ、ＲＤＩＳは、制御回路４の電源（ＶＤＤ）の電圧と同等の電圧
レベルであり、書き込み回路２は書き込み用電源（Ｖｗｒｉｔｅ）を使用している。しか
し、外部からの信号が入力されるトランジスタをＮｃｈＭＯＳトランジスタに限定してい
るため、動作に支障を生じない（入力信号の電源ＶＤＤの電圧レベルと、書き込み回路電
源Ｖｗｒｉｔｅの電圧差が問題となることはない）。
【００４９】
　次にセット動作に付いて説明する。図（Ａ）に示す、ライトイネーブル信号ＷＥの凸パ
ルスｂ１によって、ラッチ回路Ｌ１の接点Ａが‘１’となり、ラッチ回路Ｌ２の接点Ｂが
‘０’となる。
【００５０】
　この状態において、図（Ｂ）に示すように、時刻ｔ１に入力データ信号ＤＩＮに‘１’
が入力されると、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１００が選択され、図（Ｃ）に示すように
、接点Ａは‘０’（Ａ’は‘１’）となり、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１の
選択用トランスファーゲート１０８のＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０８ｂがオンし、選
択状態（オン状態）となり接点Ｄは接点Ｂと同じ‘０’となる（図（Ｉ）を参照）。
【００５１】
　したがって、セット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２は選択状態となり、セッ
ト書き込みを開始する。また、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１の選択用トラン
スファーゲート１０７は非選択状態となり、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ非選択
用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０９は選択状態となり接点Ｃは‘１’となる。よって、
リセット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１は、非選択状態となる。
【００５２】
　ライトイネーブル信号ＷＥに凸パルスｂ１が入力され、セット書き込み開始された後、
所定の期間Ｔｓｅｔを経過すると、セット書き込み終了信号ＳＤＩＳにより凸パルスｂ２
が入力される。（なお、期間Ｔｓｅｔは期間Ｔｒｅｓｅｔよりも時間が長く設定されてお
り（Ｔｓｅｔ＞Ｔｒｅｓｅｔ）、相変化記憶素子ＰＣに対する電流の通電時間を変化させ
ることにより、リセット書き込みとセット書き込みとが区別して行われる。）
【００５３】
　セット書き込み終了信号ＳＤＩＳの凸パルスｂ２が入力されると、接点Ａ’は‘１’で
あるのでＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０６は選択状態であり、ＮｃｈＭＯＳトランジス
タＱ１０４はセット書き込み終了信号ＳＤＩＳの凸パルスｂ２によって選択され、Ｎｃｈ
ＭＯＳトランジスタＱ１０４、Ｑ１０６が共にオンすることにより、ラッチ回路Ｌ２の接
点Ｂ’は‘０’となり、接点Ｂは‘１’となる。
【００５４】
　書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ選択用トランスファーゲート１０８は選択状態の
為、接点Ｄも‘１’となり（図（Ｄ）を参照）、セット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジ
スタＱ２は非選択となってセットの書き込みは終了する（図（Ｉ）を参照）。
【００５５】
　この時、入力信号ＷＥ、ＲＤＩＳは、電源（ＶＤＤ）の電圧と同等の電圧レベルであり
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、書き込み回路２は書き込み用電源（Ｖｗｒｉｔｅ）を使用している。しかし、外部から
の信号が入力されるトランジスタをＮｃｈＭＯＳトランジスタに限定しているため、動作
に支障を生じない（入力信号の電源ＶＤＤの電圧レベルと、書き込み回路電源Ｖｗｒｉｔ
ｅの電圧差が問題となることはない）。
【００５６】
　以上説明したように、本発明の相変化メモリ装置においては、書き込み回路の電源（Ｖ
ｗｒｉｔｅ）の電圧レベルを、制御回路の電源（ＶＤＤ）の電圧レベルより高電圧するこ
とで（Ｖｗｒｉｔｅ＞ＶＤＤ）、書き込み回路２においてメモリセルの相変化記憶素子へ
の書き込みに必要な電流の供給を可能とし、また、制御回路４から書き込み回路２に入力
される信号がすべてＮｃｈＭＯＳトランジスタに入力されるようにし、書き込み回路２に
対する各入力信号（ライトイネーブル信号ＷＥ等）の電圧レベルを、制御回路４の電源（
ＶＤＤ）の電圧レベルで入力できるようにしたので、これにより、相変化メモリ装置内の
書き込み回路２において、電位切り替え回路を不要とし、回路規模を小さくすることがで
きる。
【００５７】
　また、２つのラッチ回路Ｌ１、Ｌ２を外部からの入力信号により制御することにより、
ＰＭＯＳトランジスタＱ１またはＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２をトランスファーゲート
により選択して駆動するようにしたので、これにより、簡単な回路構成と制御方式により
、２つのＰｃｈＭＯＳトランジスタ（ライトドライバトランジスタ）を通して相変化記憶
素子にリセット電流またはセット電流を流すことができる。
【００５８】
　［第２の実施の形態］
　次に、本発明の相変化メモリの第２の実施の形態について、図面を参照して説明する。
図５は、本発明の相変化メモリ装置の書き込み回路の第２の実施の形態を示す図である。
【００５９】
　図５に示す書き込み回路３は、ラッチ回路Ｌ１、Ｌ２と、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタＱ１、Ｑ２と、ＢＩＴＬＩＮＥの非選択用ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ３と、ラ
ッチ回路Ｌ１、Ｌ２のラッチデータを制御するＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１００～Ｑ１
０６と、リセット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１の選択用のクロックドインバ
ータ１２０（ＣＩＮＶ１）、セット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２の選択用の
クロックドインバータ１３０（ＣＩＮＶ２）、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ非選
択用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１０９、Ｑ１１０とで構成される。
【００６０】
　書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２は、ＢＩＴＬＩＮＥとＹスイッチＹＳ
Ｗを介して、選択されたメモリセルＭＣと直列に接続され、書き込みに必要な電流を配給
する。
【００６１】
　図５に示す書き込み回路３が、図３に示す書き込み回路２と構成上異なるのは、図３に
示す書き込み回路２内のトランスファーゲート１０７、１０８に代えて、図５に示すクロ
ックドインバータ１２０、１３０を使用した点であり、他の構成は図３に示す書き込み回
路２と同様である。このため、同一の構成部分には同一の符号を付し、重複する説明は省
略する。
【００６２】
　図５に示す書き込み回路３は、トランスファーゲートをクロックドインバータに代えた
だけであり、その動作は、図３に示す書き込み回路２の動作と基本的に同じであるが、そ
の動作について簡単に説明する。
【００６３】
　クロックドインバータ１２０は、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１２１、Ｑ１２２と、Ｎ
ｃｈＭＯＳトランジスタＱ１２３、Ｑ１２４で構成されるクロックドインバータである。
【００６４】



(13) JP 5657821 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

　図４（Ａ）に示すライトイネーブル信号ＷＥの凸パルスａ１が入力され、図４（Ｅ）の
リセット書込み終了信号ＲＤＩＳの凸パルスａ２が入力されるまでのリセット書込み期間
中においては、Ｑ１２１のゲート信号（接点Ａ’）が‘０’となり、Ｑ１２４のゲート信
号（接点Ａ’）が‘１’となり、Ｑ１２１とＱ１２４は共にオンとなり、Ｑ１２２、Ｑ１
２３はインバータとして作動する。この時、Ｑ１２２、Ｑ１２３のゲート信号（接点Ｂ’
）は‘１’であり、Ｃ点（ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１のゲート）信号は‘０’となり
、リセット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１がオンする。これにより、リセット
書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１によりリセット書き込みが行われる。
【００６５】
　リセット書込みが終了すると、Ｑ１２２、Ｑ１２３のゲート信号（接点Ｂ’）は‘１’
となり、Ｃ点（ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１のゲート）信号は‘１’となり、リセット
書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１がオフし、トランジスタＱ１０９がオンする。
【００６６】
　一方、クロックドインバータ１３０は、ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１３１、Ｑ１３２
と、ＮｃｈＭＯＳトランジスタＱ１３３、Ｑ１３４で構成されるクロックドインバータで
ある。
【００６７】
　図４（Ａ）に示すライトイネーブル信号ＷＥの凸パルスｂ１が入力され、図４（Ｂ）に
示す入力データ信号が‘１’となり、図４（Ｈ）のセット書込み終了信号ＳＤＩＳの凸パ
ルスｂ２が入力されるまでのセット書込み期間中においては、Ｑ１３１のゲート信号（接
点Ａ）が‘０’となり、Ｑ１３４のゲート信号（接点Ａ’）が‘１’となり、Ｑ１３１と
Ｑ１３４は共にオンとなり、Ｑ１３２、Ｑ１３３はインバータとして作動する。この時、
Ｑ１３２、Ｑ１３３のゲート信号（接点Ｂ’）は‘１’となり、Ｄ点（ＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタＱ２のゲート）信号は‘０’となり、セット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジス
タＱ２がオンする。これにより、セット書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２により
セット書き込みが行われる。
【００６８】
　セット書込みが終了すると、Ｑ１３２、Ｑ１３３のゲート信号（接点Ｂ’）は‘０’と
なり、Ｄ点（ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２のゲート）信号は‘１’となり、リセット書
き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ２がオフする。
【００６９】
　このように、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２の入力信号を発生するク
ロックドインバータ１２０、１３０を使用することで、書き込み用ＰｃｈＭＯＳトランジ
スタＱ１、Ｑ２のゲート入力信号Ｃ、Ｄを安定化することが出来る。
【００７０】
　なお、前述した第１のクロックドインバータはクロックドインバータ（ＣＩＮＶ１）１
２０が、第２のクロックドインバータはクロックドインバータ（ＣＩＮＶ２）１３０がそ
れぞれ相当する。
【００７１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の相変化メモリ装置により、電
位切り替え回路が不要とすることができる。この電位切り替え回路は、比較的回路規模が
大きく、複雑な回路であった。この電位切り替え回路をなくすことで、回路規模が小さく
することができる。このため、半導体記憶装置の製造コストを安くすることができる効果
を奏する。
【００７２】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の相変化メモリ装置は、上述の
図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変
更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００７３】
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１・・・相変化メモリ装置、２、３・・・書き込み回路、Ｑｓ・・・セルトランジスタ、
Ｑ１・・・リセット用ＰｃｈＭＯＳトランジスタ、Ｑ２・・・セット用ＰｃｈＭＯＳトラ
ンジスタ、Ｑ３・・・ＢＩＴＬＩＮＥの非選択用ＮｃｈＭＯＳトランジスタ、１０７、１
０８・・・トランスファーゲート、１２０、１３０・・・クロックドインバータ、ＣＡ・
・・メモリセルアレイ、Ｌ１、Ｌ２・・・ラッチ回路、ＭＣ・・・メモリセル、Ｑ１００
～Ｑ１０６・・・ＮｃｈＭＯＳトランジスタ、Ｑ１０７ａ、Ｑ１０８ａ・・・ＰｃｈＭＯ
Ｓトランジスタ、Ｑ１０７ｂ、Ｑ１０８ｂ・・・ＮｃｈＭＯＳトランジスタ、Ｑ１０９、
Ｑ１１０・・・ＰｃｈＭＯＳトランジスタ、ＶＤＤ・・・制御回路電源、Ｖｗｒｉｔｅ・
・・書き込み回路電源、ＸＤＥＣ・・・ロウデコーダ、ＹＳＷ・・・スイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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